REPUBLIQUE FRANCAISE

INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

@) N de publication :
{4 n'utiliser que pour les
commandes de reproduction)

@ N° d’enregistrement national :

2 532 966

83 14701

67) Int CI° : D21H 5/10.

PARIS
@ DEMANDE DE E

= BREYET DARMYENTION A1

@ Date de dépdt : 15 sepiembre 1983.

B0 Priorité GB, 15 septembre 1982, n° 82/26232.

Date de la mise & disposition du public de Ila
demande : BOPI « Brevets» n® 11 du 16 mars 1984,

Références a d'autres documents nationaux appa-
rentds :

@) Demandsurls) : Société dite : ACA CORPORATION. —
Us.

@ Inventeur(s) : Michael Thomas Gale, Karl Heinrich Knop
et Martin Ebnoether. '

@ Titulaire(s) :

Mandataire(s) : Beau de Loménie.

Disgositif perfectionné d’authentification par diffraction et réflexion,

Linvention concerne un dispositii d'authentification par
diffraction et réilexion perfectionné.
Une couche déposée de diffraction par réflexicn 202, située
2 l'interface d'une couche de substrat 200 et d'une couche de
revétement 208 du dispositif, est divisée en un groupe de
petites régions légérement séparées 204. Ceci permet une
liaison directe de la couche de revétement & la couche de
substrat 3 l'intérieur des aires de séparation 208, ladite liaison
w=  directe étant plus sfire que celle réalisée entre la couche
< déposée et les couches de substrat et le revétement.
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L.a prééente invention concerne un dispesitif
d'authentification perfectionné desting a & tré utilisé pour authaen-
tifier un article fait sous forme de feullle auque] le dispositif
est lié. : , '

On fera iéférence-a_(l) la demande de brevet
frangais n° 82/02 812 déposée le 19 février 1982 au nom de 1a
demanderesse sous le titre "Articles en feuille. authentlfles
dotés d'un dispogitif df authentification par réflexion et d1f=
fraction" et 2 (2) la demande de brevet des Etats-Unis d'Amérique
n°® 387 614 déposée par Kaop, et al. le 11 juin 1987 et cédée 2
la demanderesse. Ces deux demandes de brevets décrivent un dis-
positif d'authEﬂtlhlLatiOn congtitué d’une structure intégrée
formée d'une couche de substrat et d'une couche ﬁransparente de
revBiement qui sont séparées 1'une de 1'autve par une couche métal-
ligue placde en contact intiﬁe.avec le subétrat‘at la couche de
revétement au niveau de leur interface, L"interface constitue un
régean de diffraction réfléchissant dyant la forme d'une configu-

ration en relief, le réseau possédant des parametres définis de

profil de réseau, d'amplitude matérielle et de période

produisant la séparation d'un faisceau lumineux incident en au
moins une paire de faisceaux lumineux de couleurs contrastantes.

' En particulier, le dispositif d'authentification
décrit dans 1a demande da brevet frangais n°® 82 02 812 citée ci-
dessus fait appel 2 une couche,déposee metallique formant des
éléments de diffraction réfléchissants métallisés d'une configura-
tion en relief de rédseau de diffraction a;profil rectangulaire'
ou & profil sxnusoidal qui est gravée 3 la surface de la couche
de substrat ou de 1a couche de revétement au niveau de leur inter-
face. De plds, il est précisé que la structure en réezau de dif-

fraction de la demande de brevet frangais n® 82 02 812 citée ci-

dessus a pour action de séparer un faisceau lumineux polychroma-

tique incident en au moins une paire de faisceaux de réflexion
adjacents, séparés et distincts, de couleurs contrastantes, ol

la valeur de la dimension angulaire la plus étroite de 1a largeur

de faisceau de chacun des faisceaux est, 2 une distance de 30 centi-

métres, d'au moins 2 milliradians.
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La dermande de brevet des Etats-Unis d'Amérique

n°® 387 514 citée ci-dessus décrit un dispositif d'authentification

‘qui utilise une couche déposée diélectrique située 2 1'interface

-

du substrat diélectrique et de la couche de rev@tement, ol i'indice’
de réfraction de la couche déposée est supérieur 2 celui de la
couche de substrat et celui de la couche de rev@tement., Ceci permet
au dispositif d'authentification de la demande de brevet des Etats-
Unis d'Amérique n° 387 614 citée ci-dessus de faive fonction de
filtre chromatique soustractif par diffraction sensible 2 1'angle
d'incidence de la-lumikre polychromatique incidente,

On se reportera en outre & la demande de brevét
des Etats-Unis d'Amérique n° 235 972 déposée par Knop le 19 fé-
vrier 1981, Cette demande décrit une structure de réseau sinusoidal
"semi-épais' réfléchissant 2 traiis fins qui présente une utilité
dans un dispositif dlauthentification du type déecrit dans la demande
de brevet frangais n° 82 02 812 citée ci-dessus. '

Pour empacher la falsification d'un dispositif
d'authentification, il est important que la liaison existant &
1'interface du substrat et & la couche de rev@tement soit suffisam~
ment slire pour eﬁpécher qu'on puisse enlever la couche de revétement
sans, en méme temps, détruire effectivement la structure de réseau
de diffraction situde a 1'interface, A la fois dans le cas du dis-
positif d'authentification décrit dans la demande de brevet frane
cais n® 82 02 812 et dans le cas du dispositif d'authentificacion
décrit dans la demande de brevet des Etats-Unis dAmsrique
n® 387 614, ia couche de revdtement et la couche de substrat sont
ordinairement constitufes de la méme watidre plastique {ou, au moins,
de matiéres plastiques compatibles), si bien qu'une liaison directe
de 1la couche de rev@tement 2 la couche de substrat serait extrBme-
wment sfire, Toutefois, la liaison de 1z couche déposée métallique
de la demande de brevet frangais n° 82 02 812 2 la couche de rev@te-
nent de matidre plastique et 2 la couche de substrat de matigre
plasticue est notablement moins sfize que ne le serait la liaison
directe de la couche de revétement 2 la couche de substrat. De la
méme fagon, la liaison de la couche déposée diélectrique de 1la

demande de brevet des Etats-Unis d'Amérique n° 387 614 2 la couche
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de rev@tement en matidre plastique et & la céuche dersubsfrat est
notablement moins slire que ne le serait une liaison directe de
1a couche de revitement 2 la couche de substrat, En fait, lz
demande de brevet des Btats-Unis d'Amérique n° 387 614 discute
tout spécialement ce fait en relation avec 1a description de
modéles idéalisés qui y sont décrits. Dans ces modéles idéalisés,
la couche déposée dlélectrlque est discontinue & 1'1ntéV1nur

de chaque période de la structure de réseau de diffraction, ce
qui. permet que la couche de revétement soit directement liée & .
1a couche de substrat au niveau de la dlscontlnu1tf de la couche
déposée existant a 1'intérieur de chaque ligne de réseau. Toute<
fois, cette demande de brevet admet le fait que, en pratique, les
techniques de dépbt, telles que la technique d'évaporation ou la
technique de pulvérisation par failsceau lonlquc permettant de
fabriquer la couche déposée.diélectrique; ne sont pas en mesure
de réaliser ces moddles idéalisés (ol une discontinuité présente
a 1'intérieur de chaque §ériode de 1la structure de réseau de dif-
fraction permet la liaison directe de 1a couche de rev@tement &
la couche de substrat), '

L'invention concerne une ﬁechnique pratique pexr=-
mettant d'obtenir une liaison directe de haute sQireté de la couche
de revB@tement 2 la couche de substrat d'un dlspOSIth d'authenti~
fication des types décrits dans les demandes de brevets frangaise
n°® 82 02 812 et des Etats-Unis d'Amérique u® 387 614 citées ci~
dessus, s2ns produire a' alterration notable des pxoprlétes optiques
souhaitables de ces dispositifs d'authentification. Plus spéciale~
ment, selon les principes de 1'invention, la couche déposée est
divisée suivant au moins une premidre dimension én un zroupe de
régions séparées, les régions qui sont adgacentes étant séparées
1'une de l'autre suivant la premlére dimension d'une distance
d*écartement 2, la distance centre 3 centre des régions gui sont
adjacentes sulvant la premigre dimension étant b, Les valeurs
respectives de a et b sont caractérlsées en ce que b est de 1loxdre
de dix fois a, la distance g est plus grande que la pérxode du
réseau de diffraction et la distance b est suffisamment petite

pour &trxe 2 peine perceptible a 1' oeil nu par 1'observateur. En
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outre, la couche de revdtement est directement liée 3 la couche
de substrat i 1'intérieur de la partie de séparation existant
entre les régions adjacentes de la couche déposée.

la description suivante, congue 3 titre d'illus-
tration de 1'invention, vise 2 donmer une meilleure compréhension
de ses caractéristiques et avantages; elle g'appuie sur les dessins
annexés, parmi lesquels : ’ -

- les figures la et 1b sont des représentations
des dispositifs d'authentification par diffraction selon la technique
antérieure respectivement décrirs dans la demande de brevet fran-
cais n° 82 02 812 et la demande de brevet des Etats~lnis d'Amérique
n° 387 6;4 citées ci-dessus; )

) ~ les figures 22 et 2b illustrent un dispositif
d'authentification incorporant um mode de véalisation de 1'invention;

- la figure 3 est un diagramme illustrant, les
étapes successives d'une technique de production d'une feuille
de masquage en nickel utilisée dans la fabrication d'un dispasig}f
4'authentification du type présenté sur les figures 22 et 2b;

- 1a figure 4a illustre le probléme posé par
1'incorporation 2 un dispositif d'authentification d'une structure
de diffraction en forme de symbole, par exzemple "A", en 1'absence
des enseignements de 1'invention; et )

- la figure 4b montre comment les enseignements
de 1'inveation résolvent le probléme illustré sur la figure 4a.

Sur la figure 1a, est représenté un dispositif 100
d'authentification par diffraction du type décrit dans la demande
de brevet frangais n° 82 02 812 citée ci~dessus, Comme cela est
indiqué sur 1a figure la, le dispositif d'authentification par
diffraction 100 est constitué d'une structure de réseau par dif-
fraction et réflexion métallisée 102 qui est formée a 1'interface
d'une couche de substrat 104 et d'une couche de rev@tement 106,

Ta couche de substrat 104 est ordinairement constituée d'une matidre
plastiquer(bien que ceci ne soit pas essentiel), dont la face
jnférieure est destinde 3 8tre liée 2 un article authentifié fait
sous forme de feuille (non représenté). La couche de rev@tement 106,

qui est transparente pour permettre 1'arrivée d'un faisceau 108 de
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de lumitre polychromatique, est crdinairement aussi constituée

d'une matitre plastique (qui peut &tre la mime matidére plastique

que celle dont la couche'de substrat 104 estrconstituée). Dans

une des couches 104 et 106 (ordinairementjla couche de substrat 104),

est gravée une structure de réseau par diffraction 102 et une .

couche déposée métalliéue (par exemple,de 1'aluminium) est déposée

sur la structure de réseau avant que les deux couches 104 et 108
soient liées ensemble. : I

Comme cela est indiqué sur la figure la, 1'ampli~
tude matérielle de la étructure de réseau par diffraction est A ek
la période de la structure de réseaurpar_difffaction 102 est 4, La
forme du pfofil de chaque &lément de trait:de la structure de réseau
par diffraction peut atre ginusoidale (comme cela estiprécisémenpr
représenté sur la figure 1a) ou bien elle peut @tre rectangulaire'-
(comme 1a forme de profil représentée sur ia figﬁre 1b). En tout
cas, le dispositif d'authentification 100 répond & une lumidre
polychromatique tombant sur la structure 102 de réseau par dif-
fraction et réflexion métallisée en réfléchissant une lumiBre dif-
fractée qui présente des couleurs contrastantés sous différents
angles de visée, Plus spécialement, la demande de brevet frangais
n® 82 02 812 décrit un dispositif d'authentification par diffraction
100 dans lequél la Structure de réseau par diffraction et réflexion
se présente sous forme d'une configuraéion en relief possédant les
paramétres spécifiés de profil de réseau, d'amplitude matérielle et
de nombre de traits par unité de longueur (période); de sorte que
la structure puisse ééparer 1a lumi2re polychromatique qu'elle
recolt en au moins une paire 53 faisceaux de réflexion adjacents,
séparés et distincts, de couleurs contrastantes, ol la dimension
angulaire la plus gtroite de la largeur da faisceau de chacuu das
faisceaux est, 2 une distance de 30 cm, d'au moins 2 milliradians.
Toutefois, l'invention ne se limite pas 2 de gsemblables structures
de réseau par diffraction et réflexion métallisées. L'invention
comporte dfautres types de structures de rxéseau par diffraction
et réflexidn, par exemple un hologramme par réflexiom, et 1esrr
structures de réseau de phase "semi-épais’ décrits dans la demande

de brevet des Etats-Unis d'Amérique n°® 235 972 citée ci-dessus,
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dans laquelle la réflexion s'effectue sur une couche ddposée métal~
ligue ou non métallique situde au nivanu de 1'interface 4 configura-
tion en relief des couches de substrat 104 et de revétement 106,
Ce quirest'important: du point de vue de 1'invention, c'est que la pré=
sence d'une couche déposée 110 (indiquée par 1'épaisseur de la
structure de réseau par diffraction métallisée 102) prise entre
la couche de substrat 104 et la couche de revé&tement 106 cenduit
3 une liaison notablement moins s@re que celle qui serait obtenue
par une liaison directe entre la couche de substrat 104 et la
couche de revétement 106, 7

- La figure 1b illustve un dispositif d'authentifi-
cation par diffraction 120 du type décrit dans la demande de brevet
des Etats-Unis d'Amérique n° 387 614 citée ci-dessus, Le dispositif
d{authentificatibn paf diffraction 120 est comstitué d'une ccuche 122
de colorant absorbant, d'ume couche de substrat 124 en matidre

plastique transparente, d'une couche déposée 126 en didlectrique 2
g )4 s p q

indice de réfraction élevé, présentant au moins une épaisseur domnée,

et d'une couche de revatement 128 en matidre plastique transparente,
L'indice de réfraction de la couche diélectrique 126
(qui est ordinairement un composé non organique) est notablement
plus élevé que les indices de réfraction respectifs des couches 124
et 128, Toutefois, la couche diélectrique 126 suit une configuration
en relief qui forme une structure de ré&seau par diffraction au niveau
de 1'interface de la couche de substrat 124 et de la couche da
revétement 128, La période d de cette structure de réseau par dif-
fraction est suffisamment petite vis~a-vis de toute longusur d'onde
appartenant 2 la lumigre polychromatiqueVincidente 130, de sorte
que seul 1'orére de diffraction z&ro peut se propager dans la couche
de substrat 124 et la couche de revétement 128 2 indices de réfraction
relativerent bas, tandis que l'ordre zéro et le premier ordre de
diffraction peuvent se propager dans la couche déposée diélectrique 126
a indice élevé. Selon la demande de brevet des Etats-Unis d'Amérique
n® 387 614, il s'ensuit qu'une partie de la lumi2re polychromatique
incidente 130 est réfléchie par la couche déposée diélectrique 126
2 indice élevé (sous un angle de réflexicn égal 2 1l'angle d'incidence

de la lumitre polychromatique) et la partie restante de la lumidre
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polychromatique 130 est transmise au travers de la couche de
substrat 124, puis est absorbée par la couche 122 de coloraht
absorbant (qui est destinée a &tre 1lide a l'article aﬁthentifié,
non reprééenté). Une particularité importante de la demande de
brevet des Etats=Unis d'Amérique n° 387 614 est que 1la couleur

prise par la lumidre réfléchie varie em fonction de 1'angle d'inci-

dence de 1a lumidre polychromatique 130 et de 1'orientation du

véseau., 8'11 s'agit, comme cela est habituel, de la lumiére poly-
chromatique ambiante, qdi:est une lumidre non dirigée, la couleur
de 1a lumiére réfléchie varie en fonction de i'angle de visée de
1'observateur et de 1'orientation du réseau. G'est gétte caracté-
ristique qui fait que le dispositif 120 est un dispositif d'authen-
tification par di£fraction supérieur, ,

Touéefois, la présence nécessaire de la couche
déposée didlectrique 126 2 indice &levé entfé la couche de sﬁbstrat 124
et 1la couche de revétement 128 au niveau de leur interface conduit
3 une liaison notablement moins sire que celle qui sexait obtenu
par une liaison directe entre la matidre plastique 128 et la matidre
plastique 124 (qui sont normalement de méme nature).

A titre d'illustration, les figures 2a et 2b sont
présentdes comme appliquant une variante & la structure de disposi=
tif d'authentification par diffraction du type & couche déposée’
diélectrique & indice élevé représentésgur la figure 1b. Toutefois,
11 faudra comprendre que 1'invention s'applique tout autant 2 une
variante analogue de la structure de dispositif d'apthentification
par diffraction du type 4 couche déposée métallique représentée sux
la figure 1a, ‘ . ,
- Sur les figures 2a et 2b, une couche de substrat 200
posséde une surface supérieure gravée suivant uné configuration en
relief de réseau de diffraction du type représenté sur la figure 1b.
Toutefois, la couche déposée diélectrique 202 est divisée en un
groupe de régions séparées 204 (indiquées sur la figure 2a par ume
ligne en trait gras). Les régions 204 qui sont adjacentes sont
séparées 1'une de 1'autre par des aires de séparation 206 présentant
une distance d'écartement a (indiquée sur la figure 2a par une ligne
en trait fin). La distance centre 2 centre entre des régions 204

adjacentes est b. La diffractionm par réflexion n'a lieu que depuis
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les régions 204 ol il existe une.couche déposée 202. Pour cette
raison, la configuration de réseau de diffraction n'est pas repré-
sentée dans les limites des aires de séparation 206 de la vue en
plan de la figure 2b. Corme cela est indiqué plus spécialement

sur la vue en plan de la figure 2b, la couche déposée 202 est
divisée, suivant deux directions perpendiculaires, en un groupe

de régions carrées séparées 204, 1'une des deux directions pérpen-
diculaires &tant orientée parallilement aux traits du réseau de
diffraction et 1'autre des deux directions pe:pendicdlaires étant
orientée perpendiculaivement aux traits du véseau, Comme cela est

indiqué sur la figure 2b, des régions carrées 204 adjacentes sont

séparées 1'une de 1'autre suivant les deux directions perpendicu=

laires par une distance d'écartement z, et la distance centre 2
centre de régions carrées 204 adjacentes est b suivant les deux

directions perpendiculaires. L'aire de chaque région carrée vaut

' (b-a)z. Selon les principes de 1'invention, les valeurs respectives

de a2 et b se caractérisent en ce que b est de 1'ordre de dix fois 2,
la distance g est notablement plus grande que la période du réseau
de diffraction (de sorte qu'aucune diffraction par véflexion n'a

lieu 2 1'intérieur des aires de séparatiocn 206 et, en outre, la

distance d'écartement 2 est elle-méme trop importante pour dif-

fracter la lumidre aux longueurs d'onde considérées). De plus, la

distance b est suffisamment petite pour &tre, au mieux, tout juste

" discernable 2 1'oeil nu par 1'observateur (c'est-a-dire 2 une

distance de visée normale, par exemple 30 cm envirom, la configura-

tion des régions carrées 204 que représente la figure Zb est trop

petite pour stre nettement discernable 3 1'oeil nu par 1'observateur).

Les valeurs typiques de a sont dans 1l'intervalle de 10 2 30 microns
et les valeurs typiques de b sont dans 1l'intervalle de 100 2

300 microns pour le dispositif d'authentification par diffraction
du type décrit dams la demande de brevet des Etats-Unis d'Amérique
n® 387 614 citée ci-dessus. Toutefois, on davra noter que d'autres
valeurs de 2 et b n'éppartenant pas 2 ces intervalles (mais satis-

faisant les contraintes qualitatives ci-dessus indiquées) peuvent

se révéler souhaitables dans d'autres applications.
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11 est clair que la couche de rev@tement 208 est
en contact direct avecrla couche de suEstrat 200 a lf@ﬁtérieur
des aires de séparation 206, Il est pdssible d'obtenir une liaison
extrémement forte et sfire par le choix de matériaux appropriés
pour la couche de substrat 200 et ia:couche de revétement 208,

Par exemple, on peut utiliser'pour la couche de substrat 200 et

la couche de revé@tement 208 des feuilles de polychlorure de vinyle
(PVC). Lorsque 1'on applique la couche de revéteﬁent'ZOS par les
techniques classiques de pressage 2 chaud, la couche de revéte-
ment 208 en PVC se fond avec la couche de substrat 200 en PVC,

si bien qu'il se produit une forte adhésion des deux-couches dans
les limites des aires de séparation 206. Les autres matidres pos=
sibles compfennent d'autres matidres plaséiqnes, par exemple des
polycarbonates. Il n'est pas nécessaire que les mati2res dont sont
faites les couches de substrat et de reﬁétementrsoient identiques,
dans la mesure ol il est possible d’obtenir une boﬁne liaison dans
les aires en contact intime. Par exemple, des matigres de revite-
ment telles que des résines époxy du}cisgables par action de la
chaleur ou du raybnﬁement ultraviolet peuvent également convenir;
8i les matidres dont somt faites les couches de substrat et de i
rev@tement possddent le mé@me indice de réfraction.(cOmme clest le
cas lorsque les deux couches sont fermées de la méme matigre)-ou
ont des indices de réfraction trés semblableé, 1'homogénéité optique
de 1'interface gravée du substrat dispérait_dans les aires de
séparation 206, Toutefois, si les indices de réfraction sont quel- -
que -peu. différents (la d;fférence entre matidres appropriées ne
dépassant pas 0,1), des effets de diffraction optique faibles sont
produits par le réseau de phase du reste de 1'interface. Teutefois,
ces effets sont généralemeﬁt trop faibles pour &tre visibleg dans
des conditions d'observation normales.

La structure desrrégioﬁs'carréés 206 reprfsentées
sur les figures 2a et 2b peut &tre réalisée par un certain noﬁbre
de techniques connués. Une technique qui a fait la preuve de sa -
valeur comsiste & utiliser un masque approprié pendant 1'évaporation
de la matiérerformaﬁt 1a couche déposée diélectrique sur la surface

gravée de la couche de substrat 200 (par exemple PVC). Le masque
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10

est une feuille métallique mince de nickel (Ni) 2 support autonome
qui est placée au voisinage immédiat ou au contact de la surface
gravée, Le matériau diélectrique n'est déposé que dans les aires
ouvertes du masque et a donc la configuration représentée sur
les figures 2a et 2b. On peut fabriquer un tel masque & 1'aide
des étapes indiquées sur la figure 3. Sur un substrat conducteur
formé par exemple d'une mince couche de chrome (Cr) 300 portée
par un flan de verre 302, on fait déposer une couche épaisse 304
de vernis photorésistant positif (par exemple "Shipley AZ 1350 HY),
On effectue ensuite un tracé sur le flan par les techniques photo-
lithographiques classiques, comme cela esi indiqué par 1'étape 306,
de facon 2 ne faire apparaitre que les régions 308 de la couche
de chrome 300 qdi sont destindes & correspondre aux aires de
séparation 206, Au cours de 1'étape 310 suivante, on utilise un
bain d'électroplacage pour faire déposer une couche 312 de nickel
d'une épaisseur d'environ 10 micfons sur les aires mises 2 nu
de la couche de chrome 300 €lectriquement conductrice, Dans
1'étape 312 finale, on enldve le vernis photorésistant restant
et on sépare du flan 302 sous~jacent et de la couche de chrome 300
une feuille de nickel & support autonome, comme cela est montré
sur la figure 3. La feuille de nickel obtenue forme un masque
configuré en treillis. On peut monter ce masque sur une bague
métallique présentant un support encore plus fééistant'pour le
manipuler et le monter de mani®re commode dans 1'évaporateur,
dans lequel 1le maéque cénfiguré en treillis agit de fagon & Jdiviser
la couche déposée suivant une configuration correspondant aux
régions carrées 204 de la figure Zb. Un semblable masque peut
gtre utilisé pour un nombre d'étapes d'évaporation de 50 & 100 envi-
ron évant gu'une accumulation excessive de diélectrique sur les
lignes métalliques et leurs environnements ne devienne un probléme,
Pour la production en série, il faut done changer le masque 2
intervalles réguliers, Toutefois, on peut nettoyer le masque en
1'immergeant dans un solvant approprié du dlelectrlque.

Dans la fabrication des dispositifs d'authentifi-
cation par diffraction des types décrits dans la demande de brevet

francgais n° 82 02 812 et la demande de brevet des Etats-Unis
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d'Amérique n° 387 614, il est souvent souhaitable d'incorporer

des structures de diffraction ayant la forme de symboles ou de

caractdres données. Ces caract2res,-par exemple la lettre "A"

ou la lettre "O", définissent un ilot interne qui est compldte=

ment détaché de la région extérieufe au caractere, Par eiemplg,.
comme le montre la figure 4a, toute tentative de construire une
région en- forme de A" brésentant une ouverture 400 dans un
masque métallique 402 &choue vraisemblablement puisque le masque
métallique 402 doit comporter un ilot 404 qui est totalement
isolé de la partie extérieure de la région métallique 402 pdr
1'ouverture 400, Ainsi, 11 g’existe aucun moyen de soutemir la
région 404 dans la figure ba, Toutéfbis, comme le montre la

figure &b, si 1'on utilise un ¢reillis 2 support autonome en
nickel 406 faisant partie du masque métallique 402, la région
intéricure 404’du masque 402 est matériellement relide 2 sa
région extérieure, Le masque représeﬁté sur la figﬁre 4b, qui
utilise un treillis 406 fabriqué de la manidre indiquée sur la
figure 3, peut 8txe employé pour fabriquer un dispositif d'authen-
gification par diffraction (ou.une partie de celuiaci) du typé
présenté sur les figuves la et 1ib GmodifiérseIOE 1'invention en
référence avec les figures 2a et 2b) ayant la forme d'un caractére
ou d'un symbole qui possede un flot intérieur, comme par exemple '
la lettre "A", ' '

' Dans le mode de réalisation préféxré de 1'invention
qui est présentement décrit, la couche déposée est divisée en
régions carrées 204, ol les régions adjacentes sont séparées 1'une
de 1l'autre de la méme distance d'écartement 2 dans chacune des -
deux diﬁensions perpendiculaizeés, mais on notera toutefois que
ceci n'est §as essentiel. Il est égalemené possible de mettre en
oeuvre 1'invention en modifiant la structure du dispositif d’authen-
tification par diffiaétion,'tel que celpi présenté sur la figure la
ou 1lb, d'une manidre telle que la couche dé?osée au niveau de
1'interface de la couche de substrat et de la couche de rev@tement
soit divisée suivant au moins une dimension en un groupe de.régions'
séparées, olt les régions qui sont adjécentesrsont séparées 1'une

de 1'autre suivant au moins cette dimension.d'une distance
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d'écartement a, la distance centre 2 centre des régions adjacentes
suivant au moins cette dimension &tant b. De plus, il est impertant
que les valeurs respectives a et b obéissent aux contraintes qua-
iitatives qui sont indiquées ci-dessus en relation avec les fi~
gures 2a et 2b, Par conséquent,.mémé lorsque la couche déposée
est divisée suivant chacune de deux dimensions, il n'est pas
nécessaire que ces dimensions soient perpendiculaires 1l'une 2
1'autre ni & la structure de réseau de diffraction, et il n'est
pas non plus nécessaire que la éistance -¢’écartement 2y suivant
une premitre des deux dimensions soit ézale 2 la distance d'écar-
tement a, suivant la deuxidme des deux dimensions, de m@me qu'il
n'est pas non plus nécessaire que la digstance centre & centre b1
des régions adjacentes, suivant la premidve des deux dimensions,
soit égale 2 la distance centre & ceantxre b2 suivant la deuxiéme
des deux dimensions.

~ De facon générale, le groupe de régions séparées
est réparti périodiquement, la ﬁériode d'écartement des régions
étant b. Toutefois, cette distribution spaciale périodique des
régions n'est pas essentielle. On obtient les avantages de 1'inven~
tion meéme lorsque les valeurs respectives de g et b d*une paire
de régions séparées adjacentes sont différentes de celles d'ume
autre paire de régions séparées, dams la mesure ol les valeurs
respectives de 2 et b obéissent aux contraintes qualitatives
exposées ci~dessus en relation avec les figures 2a et 2b.

Bien entendu, 1'homme de 1'art sera en mesure
d'imaginer, 2 partir du dispositif dont la description vient d'etre
donnée 3 titre simplement illustratif et nullement limitatif,
diverses variantes et modifications ne sortant paé du cadre de

1'invention.
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REVENDICATTONS

1. : Dispositif d“authentification‘(loo; 120) destiné
2 8tre utilisé pour authentifier un article fait sous forme de
feuille lorsque le dispositif est 1ié 2 1'articie, ol le dis-
positif comprend une structure intégrée fdrmée d'uvite couche de
substrat (1047 124) et d'une couche de revétement transparente (106;
128) séparées 1l'une de 1l'autre par une couche déposée (102; 126)
qui est plécée en contact intime avec lesdites couches de substrat
et de rev@tement au niveau de leur interface, ladite interface
comportant un réseau de diffraction par réflexion sous forme de
configuration en relief, ledit réseau possédant des paramdtres
déterminés de profil de réseah, d'amplitude matérielle (A) et
de période (d) qui permettent de sééarer 1la lumidre polychromas
tique incidente wegue en au moins une paire de faisceaux lumineux
de couleurs contrastantes, et ol la liaison de ladite couche
déposée avgc lesdites couches respectives de substrat et de revdte-
ment au niveau de ladite interface est notablément moins sfire
qu'une liaison directe de 1adite couche de substrat 2 ladite couche
de revetement, caractérisé en ce que : '

ladite couche déposée (202) est divisée suivant
as moins une dimension en un groupe de régions séprées (204), les
régions qui sont adjacentes étant séparées 1'une de 1'autre suivant
au moins une dimension par une distance d'&cartement a, la dis-

tance centre 3 cenitre desdites véglons qui sont adjacentes étant

b suivant ladite dimension;

les valeurs respectives de a et b sont telles

‘que b est de l'ordre de dix fois a, la distance a est notablement

plus grande que la période dudit réseau de diffraction,'et la
distance b est suffisamment petite pour &tre au plus & peine.
discernable 2 1'oeil nu par-un observateur; et

ladite couche de¢ revétement est directement liée
3 ladite couche de substrat 2 1'intérieur des aires de séparation
(206) se trouvant entre lesdites régions adjacentes de la couche
déposée. ' _ 7 /
2. . Dispositif selon la revendication 1, céractérisé
en ce que ladite paire de faiscesux est constituée de faisceaux

adjacents, séparés et distincts, tels que la dimension angulaire

-



10

15

20

35

2532966

14

la plus étroite de la largeur de faisceau de chacun desdits fais-

ceaux vaut, 2 une distance de 30 cm, au moins 2 milliradians.

o

3. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé

en ce que ladite couche déposée (102) est une couche métallique.
4, Dispositif selom la revendication 1, caractérisé
en ce que ladite couche déposée (202) est une couche diélec-
trique (126).
5. - Dispositif selon la revendication 1, caractérisé
en ce que lesdites régions sont distribuéésrspacialement se manigre
périodique suivant au moins ladite dimensioﬂ, la période d'écarte-
ment étant b,
6. - Dispositif selon la revendication 5, caractérisé
en ce que la valeur de g appartient a2 intervalle de 10 2 30 mi=-
crons et la valeur de b appartient 2 1'intervalle de 100 2 300 mi-
crons., 7
7. . Dispositif selom la revendication 1, caractérisé
en ce que 3
] ladite couche déposée est divisée sulvant chacune
de deux dimensions en un groupe de régions séparées, les régions
qui sont adjacentes étant ééparées 1'une de 1'autre suivant une
premigre desdites deux dimensibns par une premiére distance d'écar-
tement a, et, suivant une deuxiéme desd;tes deux dimensions, par
une deuxidme distance d'écartement a,, la distance centre & centre
des régions adjacentes suivant ladite premitre desdites deux dimen-
sions é&tant b1 et,'suivant ladite deuxigme dagdites deux dimensions,
étant b2;
les valeurs respectives de a;, a,, b, et b, étant

telles que chacune des valeurs de b1 et b2 est de l'ordre de dix
fois chacune des valeurs de a; et a,, chacune des valeurs a; et a,
est plus grande que la période dudit xéseau de diffraction, et
chacune des valeurs de b1 et b2 est suffisamment petite pour &tre
a peine discernable 2 1'oeil nu par 1'observateur;

' ladite couche de rev@tement &tant directement
1ide 2 ladite couche de substrat 2 1l'intérieur des aires de sépara-

tion se trouvant entre les régions adjacentes de la couche déposée

suivant la premidre et la deuxiéme desdites deux dimensions.
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8. Dispositif selon la revendication 7, caractérisé
en ce ng lesdites régions sont spacialement distribuées de maniére
périodique suivant ladiferprémiére desdites deux dimensions avec
une période d'écartement valant b1 et, suiiantrladite deuxi?me

5 desdites deux dimensions, avec une période d'écartement valant b,.
9. Dispositif selom la revendication 8, caractérisé
en ce que la pfemidre et la deuxiéme desdites deux dimensions sont
sensiblement perpendiculaires entre elles.

10. Dispositif selon la revendication 9, caractérisé
10 en cé que la valeur de chacune des distances a; et a, appartienF
a 1'intexvalle de 10 3 30 microns et la valeur de chacune des dis-
tances b1 et bé appartient 2 1'intervalle de 100 a 300 microns.
11. Dispositif selon la revendication 10, caractérisé
en ce‘qué ay est sensiblement égal 2 a,, et bl est sensiblement
15 égal a b,.
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